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Exemples de fréquences a générer

Wireless Local Area Netwok (LAN) : 2.4 a5 GHz

\

VoA

Communication par satellite : 8 & 10 GHz

Local Multipoint Distribution Systems (LMDS) : 28 & 38GHz
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Exemples de topologies d ’'I/VCOs
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Possibilités actuelles concernant
| ’intégration monolithique

Pour des fréquences > 10 GHz, sans considérer le quartz
externe, il n’existe pas de solution totalement
intégrable sur silicium !

N N L L R R

& Génération de fréquences © presque totalement intégrable ’
entre [SOHz & 10GHZ]

& Quartz externe pour stabiliser la fréquence centrale !

& Programmation de certaines! fréquences ‘possible’ a
I’aide d’une boucle a verrouillage de phase

I T L T

& GSM double-bandes actuels = utilisation de 2 VCOs
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Facteur de mérite d’oscillateurs publiés
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/\ CMOS bondwire inductor P sup foﬂ

[ ] CMOS distributed -
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Facteur de mérite en technologie CMOS classique
(plusieurs fréquences)

FOM =10log

Technologie CMOS digital standard

u 12.5mW

4 6
Fréquence, GHz
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Facteur de Mérite & 2.4/2.5Ghz,

Facteur de mérite en technologies CMOS et

Bipolaire vers 2.4 GHz

Bluetooth
Specs

O ~ Frequency

2.4GHz

non réalisé (Ftune=500MHz, PhaseNoise=-134) Swing
PN @ 500k

-100dBc/Hz

O PN @ 2M

-110dBc/Hz

@) cmos n

cmos

PN @ 3M

-119dBc¢/Hz

bip Voltage

Current

Power

Tuning

i

97
ftune

Bluetooth spec

5
Puissance consommée, (mW)







& CMOS

% BiCMOS (SiGe)

& GaAs (abandonnée pour F < 5GHz)
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Stabilité en fréquence : QUARTZ!!!

Phase _ Voltage-Controlled
Detector  L00p Fllter  Oscillator £

_||:||_ o OUT

Quartz-
Qscillator

Fréquence programmable !
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Aspect multi-bande ‘ reconfigurable’

Multi-bandes : FO, F1, .. Fmax
Synthetiseur ?

FO,F1, ... différents de Fmax/N avec N=2,4,6,8, ... digital!

Vo

VCO programmation large bande ? !!! Large “ tuning’?

!
Technologies MEMS Passifs controlés ? (idem LNA)\
Risque de distorsion et d’augmentation du bruit de phase

FO, F1, ..., Fn utilisation de n VCO(Synthétiseurs)

\ (idem n LNA)

Augmentation de la consommation/surface!

Plusieurs quartz ? '
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Réalisation de | ’inductance
Intégré dans les

parametres propres

Coefficient de 1 ’oscillation

de qualité Q\

R I L L R

Effets substrat
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Technologie Digital CMOS standard 1

Fréquence, (GHz)

A

15 20 25
Consommation, (mW)
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—> Colit important du a la non-intégration d’un ou de
plusieurs quartz

- Plusieurs VCOs = augmentation de la consommation!,
augmentation de la surface

R I L L R

—> Technologie CMOS adaptée / la moins cofiteuse
(s1 adéquation avec les autres interfaces analogiques
et numeriques (effets substrats))

Les technologies bipolaires améliorées remplacent les
technologies GaAs dans les gammes actuelles de frequences.
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& Utilisation de la technologie CMOS digitale
(s1 adéquation avec les autres modules)

& Aspect multi-bandes :

AR U\ A A A RO A R

e recherche de solutions innovantes ‘low power’

(passifs controlés (mems?), VCO ‘quadratiques’ F-Q ....

& Supprimer le ou les quartz :

e recherche de solutions innovantes

(maitrise de certains parametres technologiques ? ....)
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